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【緒言】  シリサイド半導体の一つである鉄シリサイド半導体(-FeSi2)は、1.55m 帯域での発光（フ

ォトルミネッセンス(PL)、エレクトロルミネッセンス(EL)）が報告され、その実用化には発光特性の制

御が求められている。これまでに我々は、Si 基板表面の改質を行うことによって合成された-FeSi2薄

膜の 10Kでの PL発光強度が増大化することを報告した[1, 2]。この PL発光強度の増大化は薄膜内部、

および Siとのヘテロ界面部の非輻射再結合中心密度が低減することに起因すると考える。 

本発表では、PL 発光の-FeSi2に起因する A-band・ピークの解析から、成長温度によるエネルギー

バンドの変調を報告する。 

【実験条件】  Si(100)基板表に膜厚 85±5nmの銀を 310-6 Torrの真空中で室温にて堆積させた後に、

MOCVD法にて700-845℃の成長温度で約150nmの-FeSi2薄膜作製を行った。 MOCVD法による-FeSi2

薄膜の作製条件はこれまでの報告[2]と同様であるが、モノシラン、及びカルボニル鉄を出発原料に用

いた。PL 測定には半導体固体レーザーの 532nmラインを励起光に用いた。PL スペクトルは非球面レ

ンズ（F／1.25）を用いて集光し、1mの分光器で分光した後に液体窒素で冷却した Geのフォトダイオ

ードで検出した。 

【結果】  700-845℃の成長温度で作製した-FeSi2薄膜の 20K における PL スペクトルを図 1 に示す。

いずれの成長温度で作製した-FeSi2薄膜の PLスペクトルも、A-band（ピーク・エネルギー0.80eV）か

らの発光が支配的であった。 

図 2 に A-band のピーク・エネルギーの成長温度による変化を示す。いずれの試料でも A-band のピ

ークの励起光強度依存性において、励起光強度に依存しない一定レベルでの測定条件での値であるこ

とを確認した。図 2 に示すように成長温度によって、A-bandのピーク値の変化が観察された。このこ

とは-FeSi2 のバンド構造が成長温度によって変調したことが示唆される。発表ではこの変調の要因を

考察し、報告する。 
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Fig. 1 PL spectra measured at 20K for the -FeSi2 
films grown at (a) 700, (b) 730, (c) 760, (d) 820 and 
(e) 845oC on Si(100) substrates with 80-nm-thick Ag 
layers.  

Fig. 2 Peak energies of A-band as a function of 
growth temperature.  
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